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摘要(译)

提供了一种具有有机发光二极管（OLED）的像素及其制造方法。 在基
于薄膜晶体管（TFT）的底板和OLED层之间提供平坦化电介质层。 TFT
底板和OLED层之间的通孔与TFT底板形成小于90度的侧壁角。 OLED底
部电极图案的通孔区域和边缘可以被电介质盖覆盖。
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